Режимы формирования сегнетоэлектрических микроструктур фемтосекундным лазерным излучением
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В докладе рассмотрены особенности кристаллизации сегнетоэлектрических микроструктур в пленках цирконата-титаната свинца фемтосекундным лазерным излучением. Метод генерации второй гармоники (ГВГ) использован для in-situ исследования кинетики кристаллизации Установлено наличие двух ее типов: высокотемпературной, сверхбыстрой (взрывной), возникающей во время облучения и низкотемпературной, медленной (самоподдерживающейся) кристаллизации, возникающей после прекращения облучения многослойной структуры. Нелинейно-оптический метод исследования позволил после отжига определить форму сегнетофазы и определить оптимальные условия процесса для предотвращения разрушения структур в результате перегрева [1, 2]. Просвечивающая электронная микроскопия показала наличие сегнетоэлектрических областей размером порядка 500 нм. Обсуждаются различные режимы отжига, зависящие от длины волны – режим при котором излучение поглощается нижним электродом (пленка прозрачна), режим при котором излучение поглощается поверхностью пленки и режим когда поглощение происходит в объеме пленки.
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